
集成电路技术。然而，错用作晶体管和二极 学性能上是一种不稳定因素较多的材料。随

管乃是很早的事，但是二氧化错膜不能成为 着研究的进行，证实了错不象硅那样容易实

稳定的饨化膜，与硅相同，形成面接触型构 现钝化，预料最近利用二氧化硅可实现错元

造是困难的。 件的钝化。

但是，在一些硅不能起到良好作用的领 这次试制的错面接触型二极管能很好地

域中， 错却能显示优异的性能， 这是由于错 发挥其面接触的特点，显示了如下的优异性

和硅的物理性质不同所致 F 例如错可望提供 能: (1)反向电流远小于普通的错二极管; (2) 

处理低噪声大电流的可能性 ， 这种面接触型 反向击穿区域具有尖锐特性，可清楚地观察

晶体管，面接触型二极管或者集成电路如能 到在该区域载流子的雪崩倍增。用这种二极

制成，那么看来就有可能涂镀，从而改变现在 管作光探测元件，可发挥其一边将光信号倍

的集成电路的结构。 由锚的光特性也可看 增，一边探测的优点。这种二极管很有希望

出，对不适宜硅光二极管的特殊光波民可望 用来探测纪铝石榴石的激光，这种激光处在

实现响应效率很高的光元件。利用这种光元 1. 06 微米的近红外波段，与用其他材料制成

件面时，对于 6328 埃氮氛气体激光波长， 的探测器相比，其光电变换的量子效率有很

硅的量子效率较高，而对于1. 06 微米纪铝石 大的提高。

榴石激光波长，则错光二极管的量子效率较 该研究室利用氮一氛激光， 测量了错光

高。 二极管对高速光脉冲的探测性能，结 果 观

电气通讯研究所新美特别研究室的研究 察到其响应性能较硅光二极管为佳。这项研

在于用错制成了高频性能良好的、稳定的面 究在其他国家尚未见到，错光二极管将来可

接触、型二极管。为此首先用错和硅的氧化物 望作为将光信号(脉冲)转换为电信号的转换

和氮化物，以及由化学方法形成的氧化镀膜 器。

等多种物反作为钝化皮膜的对象，研究其性 该研究室今后将继续进行研究以便定量

质。 地掌握实际的高频性能。

由该研究得知，错较之硅在本质上、化 取自 《科学新闻 >， 1969 (9 月)， )\é 1308 , 4 

研究用充气波导系统长距离传输光

苏修列别捷夫物理研究所详细地研究了

自绝缘效应。文章中所叙述的这种效应，是

将目的物浸没在液体或气体中进行的，这是

为了保护目的物本身使之不受激光束的损

毁。 他们将钢板浸入水中，用中等强度的激

光束照射它，并逐渐提高辐射强度 。 当到达

一定的强度时 ， 由钢板表面反射的光量大大
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地增加。为了抑制那种被作者称为"激光幻

像"的效应，他们试验了各种液体(丙酣，乙

博和水)和金属的化合物。在所有被试验的

情况下，都注意了这种效应。利用这种现象

将有可能设计充气的波导系统，这种系统能

将强的光流量在长距高内传输。

取自 Laser FIοcus ， 1 969 ， 5 ， 随11 ， 10 
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